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【連携推進（具体的な連携推進活動内容とその活動の効果等）】 

 

KEK と産総研間で測定機器を共有することで実験を円滑に実施することができた。また、今年度は

コロナウイルスの影響で対面でのやりとりに制限がつく中、zoom などのオンラインツールを活用

して議論を重ね、放射線センサーである SiC に印加するバイアス電圧を下げるための新しいセン

サー構造を提案し、産総研と KEK の共同特許を申請した。 
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【調査研究内容（実験等中心に背景・課題と実行された課題解決の内容と結果）】 

 

過去に出版されている SiC を用いた類似の研究では、ほとんどの文献においてショットキー型ダ

イオードを使用している。本研究では、それとは異なり、PN ダイオード構造を用いた素子を使用

しており、放射線センサーを目的とした素子の製作は国内で初である。ショットキーダイオード

と異なり、PN ダイオード(あるいは PIN ダイオード構造)はシリコンのようにアバランシェ増幅の

可能性を秘めており、ダイオード特性がデバイスの表面状態に依存しにくいことから大面積化の

見通しがつけやすいという利点がある。今年度の研究では産総研で製作した素子単体の性能評価

に焦点をおいて、放射線センサーとして機能を確認することに注力した。本研究課題は継続研究

となるが、初年度の研究期間内で製作した素子は電極が 270 um 角のピクセル状となっていたた

め、プローブステーションを用いた特性評価以外を実施することは容易ではなかった。そこで今

年度の研究では、ピクセル状になっていた SiC の電極を一体化させたウェハーを新たに製作し

た。このウェハーをダイシングして単体の IV 特性を評価したところ、複数素子に関して~1.5 

nA/10 mm2という非常に低い漏れ電流特性を確認することができ、専用のアルミケースに実装した

素子を市販のチャージアンプと接続することによって、Am-241 からのガンマ線スペクトル、Sr-90

からの電子線スペクトルの取得に成功した。また、ピクセル状の電極を一体化させた素子のダイ

オード容量を測定し、1ピクセルでは測定が困難であった容量値を精度よく決定することができ

た。これらの結果は、従来のシリコンでは放射線耐性による信号収集効率が劣化するような高放

射線環境下においては、SiC が有望なセンサー材料になりうることを示唆している。素子の放射線

耐性に関しては、京大原子炉において 1014, 1015, 1016 n1MeV/cm
2という 3種類の強度の中性子を照

射しており、今後はこれらの素子の IV 特性の変化を調べ、信号収集効率への影響などを評価する

予定である。現在、得られた結果を論文として出版する準備を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の活動予定】 

 

今後は、得られた成果を論文として出版し、実際の物理実験のための検出器として応用していく

予定である。そのための科研費を現在申請中である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 


